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(57) Abstract:
(EN): A semiconductor junction may include a first semiconductor material and a second material. The first and the second
semiconductor materials are extrinsically undoped. At least a portion of a valence band of the second material has a higher energy
level than at least a portion of the conduction band of the first semiconductor material (type-III band alignment). A flow of a
majority of free carriers across the semiconductor junction is diffusive. A region of generation and/or recombination of a plurality
of free carriers is confined to a two-dimensional surface of the second material, and at the interface of the first semiconductor
material and the second material.

(FR): L'invention concerne une jonction semi-conductrice qui peut comprendre un premier matériau semi-conducteur et un second
matériau. Les premier et second matériaux semi-conducteurs sont extrinsèquement dopés. Au moins une partie d'une bande de
valence du second matériau a un niveau d'énergie supérieur à au moins une partie de la bande de conduction du premier matériau
semi-conducteur (alignement de bande de type III). Un flux d'une majorité de porteurs de charges libres à travers la jonction semi-
conductrice est diffusif. Une zone de génération et/ou de recombinaison d'une pluralité de porteurs de charges libres est confinée à
une surface bidimensionnelle du second matériau, et à l'interface du premier matériau semi-conducteur et du second matériau.
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